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＜特性＞ ELECTRICAL AND OPTICAL CHARACTERISTICS (Ｔａ＝25℃)

＜電極パターン、チップサイズ＞ ELECTRODE PATTERN AND CHIP SIZE ※単位 unit ： μｍ

波長
Wavelength

項目
Item

略号
Symbol

条件
Condition

最小
Min.

標準
Typ.

最大
Max.

単位
Unit

順電圧
Forward Voltage

Vf 3.0 3.50 4.0 V

全放射束
Optical Power Output

Po ー 1100 ー mW

ピーク波長
Peak Wavelength

λp 380 385 390 nm

順電圧
Forward Voltage

Vf 3.0 3.45 4.0 V

全放射束
Optical Power Output

Po ー 1400 ー mW

ピーク波長
Peak Wavelength

λp 390 395 400 nm

順電圧
Forward Voltage

Vf 3.0 3.40 4.0 V

全放射束
Optical Power Output

Po ー 1450 ー mW

ピーク波長
Peak Wavelength

λp 400 405 410 nm

If
（順方向電流）

(Forward Current)

1000mA

385nm

395nm

If
（順方向電流）

(Forward Current)

1000mA

405nm

If
（順方向電流）

(Forward Current)

1000mA

発光写真（サファイア面）
Luminescent （sapphire side）

電極パターン
electrode pattern

チップサイズ
Chip　Size

□1400μｍ

n、p-Pad　材質
n、p-Pad　Matelial

AuSn
※膜厚（thickness）　5μｍ

TOYODA GOSEI UV-LED Flip Chip Specification （Draft）
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(Ref.)Technical Data （参考）技術資料
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